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Przedmiotem wynalazku jest sposoéb wytwarzania
pélprzewodnikowych miedzymetalicznych warstw
epitaksjalnych przez epitaksje zwigzkéw AWl BV.

W technologii i konstrukcji diod Gunna, warak-
tor6w i innych nowoczesnych przyrzadéw poéiprze-
wodnikowych podstawowym materialem wyj$cio-
wym jest epitaksjalna warstwa po6iprzewodnikowa
o wymaganej strukturze krystalicznej, rezystyw-
nosci i grubosci, ktéra jest osadzona na podlozu
krystalicznym o innej rezystywnosci.

Znany jest sposéb wytwarzania warstw epitak-
sjalnych zwiazké6w Al BV z fazy cieklej w atmos-
ferze wodoru lub innego gazu obojetnego przez
zanurzenie podloza monokrystalicznego w cieklym
roztworze zwigzku Al BV i wéwezas tworzy sie
warstwa epitaksjalna, jak to przedstawiono w opi-
sie‘ patentowym St. Zjedn. Ameryki nr 3715245,
Znany jest tez spos6b tworzenia warstwy epitak-
sjalnej wspomnianego wyzej zwigzku na podlozu,
lecz z fazy gazowej w wyniku reakcji chemicznej
przebiegajacej w obecno§ci gazu nosnego. Niedo-
godnoscia powyzszych sposobéw jest koniecznosé
stosowania bardzo czystego gazu obojetnego, ma-
jacego skuteczny wplyw na rezystywnos¢ warstwy
epitaksjalnej. Wytwarzanie tak czystego gazu oraz
specjalnej instalacji doprowadzajacej ten gaz jest
bardzo kosztowne.

Znena jest réwniez metoda tworzenia warstwy
epitaksjalnej z fazy cieklej w wyniku zanurzenia
podloza w roztworze metalicznym w warunkach
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dynamicznej prézni, jak to przedstawiono w opisie
patentowym PRL nr 78776. Spos6b postepowania,
aby uzyskaé taka warstwe jest jednak zbyt zlo-
zony, a aparatura zbyt skomplikowana.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wspom-
nianych niedogodnosci i uproszczenie sposobu pro-
dukcji warstw epitaksjalnych przez wytworzenie
ich w innych warunkach, ktére gwarantujag wyso-
kg czystos¢ osadzonego krysztalu.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie pa-
rujagcego zrodla zawierajacego czasteczki tworzace
warstwe, ktére sg osadzone na podlozu o nieco
nizszej temperaturze niz temperatura Zr6dla, w
warunkach dynamicznej prézni. Sposéb ten po-
zwala latwo uzyskaé warstwy o wymaganych pa-
rametrach, kwalifikujagcych je do zastosowania w
przyrzadach péiprzewodnikowych.

Spos6b wedlug wynalazku zostal blizej objas-
niony na przykladzie wykonania. Podloze krysia-
liczne uprzednio oczyszczone chemicznie, na- ki~
rym ro$nie warstwa epitaksjalna, jest umieszczong
w grafitowym kondensatorze. Kondensator znajduje
sie w poblizu grafitowego tygla z nasyconym roz-
tworem arsenku galu. Podloze jest usytuowane
tak, ze znajduje sie w polu strumienia par roz-
tworu nad tyglem. Grafitowy tygiel z roztworem
oraz kondensator wraz z podlozem sa ogrzewane,
na przyklad indukcyjnie. Sprzezenie cewki induk-
¢yinej z tyglem i kondensatorem jest tak dobrane,
aby uzyskaé wymagany rozklad temperatur. Cewks
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indukcyjna umieszczona jest na zewnatrz szklanego
klosza, w ktérym w obecnoSci dynamicznej prézni
znajduje sie tygiel i kondensator z podlozem. Wzrost
warstwy epitaksjalnej na podiozu odbywa sie wsku-
tek parowania roztworu arsenku galu oraz réznicy
temperatur miedzy temperatura roztworu a tem-
peraturg plytki umeiszczonej na kondensatorze. U-
trzymanie okreS§lonego stanu wysokiej pr6ézni pod-
czas parowania i osadzenia czgstek par na podlozu
umozliwia tworzenie warstwy epitaksjalnej o duzej
czystos$ci.
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania péiprzewodnikowych; mig-
dzymetalicznych warstw epitaksjalnych polega-
jacy na wykorzystaniu roztworu nasyconego zwigz-
ku AWl BV z ktérego powstaje epitaksjalna wars-
twa poélprzewodnikowa na podlozu monokrystalicz-
nym, znamienny tym, ze wzrost warstwy z par
czastek tworzgcych te warstwe odbywa sie réwno-
czesnie w warunkach dynamicznej prézni i przy
istniejgcej réznicy temperatur miedzy roztworen:
a oddalonym od roztworu podlozem.

OZGraf. Zam. 1917 (120425 egz.)

Cena 10 z1



	PL94174B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


